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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成20年9月18日(2008.9.18)

【公開番号】特開2006-78471(P2006-78471A)
【公開日】平成18年3月23日(2006.3.23)
【年通号数】公開・登録公報2006-012
【出願番号】特願2005-227952(P2005-227952)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｔ   1/20     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/14     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｔ   1/20    　　　Ｌ
   Ｇ０１Ｔ   1/20    　　　Ｄ
   Ｇ０１Ｔ   1/20    　　　Ｇ
   Ｈ０１Ｌ  27/14    　　　Ｋ
   Ｈ０１Ｌ  27/14    　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成20年8月5日(2008.8.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の光電変換素子が配された受光部を有するセンサーパネルと、
  前記センサーパネル上に配された、放射線を光に変換するシンチレータ層と、
  前記シンチレータ層を被覆し、前記センサーパネルと密着するシンチレータ保護層と、
を有し、
　前記シンチレータ保護層は、ホットメルト樹脂からなることを特徴とする放射線検出装
置。
【請求項２】
　請求項１に記載の放射線検出装置において、前記センサーパネルは、前記受光部上に保
護層を有することを特徴とする放射線検出装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の放射線検出装置において、前記シンチレータ保護層に接し、前記シン
チレータ層で変換された光を反射する反射層と、前記反射層を保護する反射層保護層とを
更に含むことを特徴とする放射線検出装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の放射線検出装置において、前記シンチレータ保護層は、前記シンチレ
ータ層と対向する領域の膜厚より前記対向する前記領域の外側の膜厚が加圧処理によって
薄い領域を有することを特徴とする放射線検出装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の放射線検出装置において、前記シンチレータ保
護層と前記センサーパネルとが接する領域に加熱加圧処理により密着された領域を有する
ことを特徴とする放射線検出装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１項に記載の放射線検出装置において、前記ホットメルト樹
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脂がポリオレフィン系、ポリエステル系又はポリアミド系樹脂を主成分とする放射線検出
装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の放射線検出装置において、前記ホットメルト樹脂がポリオレフィン系
樹脂を主成分とすることを特徴とする放射線検出装置。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか１項に記載の放射線検出装置において、前記ホットメルト樹
脂の溶融開始温度が、７０℃以上、１５０℃以下であることを特徴とする放射線検出装置
。
【請求項９】
　請求項１から７のいずれか１項に記載の放射線検出装置において、前記ホットメルト樹
脂の溶融粘度は１００℃～１４０℃において１×１０3～１×１０4Ｐａ・ｓであることを
特徴とする放射線検出装置。
【請求項１０】
　請求項１から７のいずれか１項に記載の放射線検出装置において、前記ホットメルト樹
脂の抗張力が４０ｋｇ／ｃｍ2以上、３００ｋｇ／ｃｍ2以下である放射線検出装置。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか１項に記載の放射線検出装置において、前記シンチレータ
層は、柱状結晶構造を有することを特徴とする放射線検出装置。
【請求項１２】
　支持部材と、
  前記支持部材上に配された放射線を光に変換するシンチレータ層と、
  前記シンチレータ層を被覆し前記支持部材と密着するシンチレータ保護層と、を有し、
  前記シンチレータ保護層はホットメルト樹脂からなることを特徴とするシンチレータパ
ネル。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のシンチレータパネルにおいて、前記シンチレータ保護層は、前記シ
ンチレータ層と対向する領域の膜厚より前記対向する前記領域の外側の膜厚が加圧処理に
よって薄い領域を有することを特徴とするシンチレータパネル。
【請求項１４】
　請求項１２又は１３に記載のシンチレータパネルにおいて、前記支持部材は、支持基板
と、前記支持基板上に配され、前記シンチレータ層で変換された光を反射する反射層と、
前記反射層上に配され、前記反射層もしくは前記シンチレータ保護層と接するシンチレー
タ下地層と、を有することを特徴とするシンチレータパネル。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のシンチレータパネルにおいて、前記シンチレータ保護層と前記シン
チレータ下地層とが接する領域に加熱加圧処理により圧着された領域を有することを特徴
とするシンチレータパネル。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のシンチレータパネルにおいて、前記反射層が設けられた領域の外側
の前記シンチレータ下地層と前記シンチレータ保護層とが接する領域に、加熱加圧処理に
より密着された領域を有することを特徴とするシンチレータパネル。
【請求項１７】
　請求項１２から１６のいずれか１項に記載のシンチレータパネルにおいて、前記ホット
メルト樹脂がポリオレフィン系、ポリエステル系又はポリアミド系樹脂を主成分とするこ
とを特徴とするシンチレータパネル。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のシンチレータパネルにおいて、前記ホットメルト樹脂がポリオレフ
ィン系樹脂を主成分とすることを特徴とするシンチレータパネル。
【請求項１９】
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　請求項１２から１６のいずれか１項に記載のシンチレータパネルにおいて、前記ホット
メルト樹脂の溶融開始温度が、７０℃以上、１５０℃以下であることを特徴とするシンチ
レータパネル。
【請求項２０】
　請求項１２から１６のいずれか１項に記載のシンチレータパネルにおいて、前記ホット
メルト樹脂の溶融粘度は１００℃～１４０℃において１×１０3～１×１０4Ｐａ・ｓであ
ることを特徴とするシンチレータパネル。
【請求項２１】
　請求項１２から１６のいずれか１項に記載のシンチレータパネルにおいて、前記ホット
メルト樹脂の抗張力が４０ｋｇ／ｃｍ2以上、３００ｋｇ／ｃｍ2以下であることを特徴と
するシンチレータパネル。
【請求項２２】
　請求項１２から２１のいずれか１項に記載のシンチレータパネルにおいて、前記シンチ
レータ層は、柱状結晶構造を有することを特徴とするシンチレータパネル。
【請求項２３】
　請求項１２から２２のいずれか１項に記載のシンチレータパネルと、前記シンチレータ
層からの光を受光する複数の光電変換素子が配された受光部を有するセンサーパネルと、
を有する放射線検出装置。
【請求項２４】
　複数の光電変換素子が配された受光部を有するセンサーパネルと、前記センサーパネル
上に形成され、放射線を光に変換するシンチレータ層と、前記シンチレータ層を被覆し前
記センサーパネルと密着するシンチレータ保護層と、を有する放射線検出装置の製造方法
において、
  前記シンチレータ層が形成された前記センサーパネルを用意し、溶融されたホットメル
ト樹脂を、前記シンチレータ層を直接被覆するよう設けて、前記シンチレータ保護層を形
成する工程を含むことを特徴とする放射線検出装置の製造方法。
【請求項２５】
　複数の光電変換素子が配された受光部を有するセンサーパネルと、前記センサーパネル
上に形成され、放射線を光に変換するシンチレータ層と、前記シンチレータ層を被覆し前
記センサーパネルと密着するシンチレータ保護層を含むシンチレータ保護部材と、を有す
る放射線検出装置の製造方法において、
  ホットメルト樹脂からなるシンチレータ保護層を有するシンチレータ保護部材を形成す
る第１工程と、
  前記シンチレータ層が形成された前記センサーパネルを用意し、前記シンチレータ保護
層が前記シンチレータ層を直接被覆するように前記シンチレータ保護部材を前記シンチレ
ータ層及び前記センサーパネルに密着させる第２工程と、
  を含むことを特徴とする放射線検出装置の製造方法。
【請求項２６】
　支持部材と、前記支持部材上に形成され、放射線を光に変換するシンチレータ層と、前
記シンチレータ層を被覆し前記支持部材と密着するシンチレータ保護層と、を有するシン
チレータパネルの製造方法において、
  前記シンチレータ層が形成された前記支持部材を用意し、溶融されたホットメルト樹脂
を、前記シンチレータ層を直接被覆するよう設けて前記シンチレータ保護層を形成する工
程を含むことを特徴とするシンチレータパネルの製造方法。
【請求項２７】
　支持部材と、前記支持部材上に形成され、放射線を光に変換するシンチレータ層と、前
記シンチレータ層を被覆し前記支持部材と密着するシンチレータ保護層と、を有するシン
チレータパネルの製造方法において、
  ホットメルト樹脂からなるシンチレータ保護層を有するシンチレータ保護部材を形成す
る第１工程と、
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  前記シンチレータ層が形成された前記支持部材を用意し、前記シンチレータ保護層が前
記シンチレータ層を直接被覆するように前記シンチレータ保護部材を前記シンチレータ層
及び支持部材に密着させる第２工程と、
  を含むことを特徴とするシンチレータパネルの製造方法。
【請求項２８】
　請求項２６又は２７の製造方法で製造したシンチレータパネルと複数の光電変換素子が
配された受光部を有するセンサーパネルとを固定する工程を有することを特徴とする放射
線検出装置の製造方法。
【請求項２９】
　請求項２４または２５に記載の放射線検出装置の製造方法において、前記工程又は前記
第２工程後、前記シンチレータ保護層の前記センサーパネルと接する領域に加圧処理して
前記シンチレータ保護層と前記センサーパネルとを密着させる工程を更に含むことを特徴
とする放射線検出装置の製造方法。
【請求項３０】
　請求項２９に記載の放射線検出装置の製造方法において、前記加圧処理が加熱処理を伴
うことを特徴とする放射線検出装置の製造方法。
【請求項３１】
　請求項２６または２７に記載のシンチレータパネルの製造方法において、前記工程又は
前記第２工程後、前記シンチレータ保護層の前記支持部材と接する領域に加圧処理して前
記シンチレータ保護層と前記支持部材とを密着させる工程を更に含むことを特徴とするシ
ンチレータパネルの製造方法。
【請求項３２】
　請求項３１に記載のシンチレータパネルの製造方法において、前記加圧処理が加熱処理
を伴うことを特徴とするシンチレータパネルの製造方法。
【請求項３３】
　請求項１から１３及び２３のいずれか１項に記載の放射線検出装置を具備するともに、
  前記放射線検出装置からの信号を処理する信号処理手段と、前記信号処理手段からの信
号を記録するための記録手段と、前記信号処理手段からの信号を表示するための表示手段
と、前記信号処理手段からの信号を伝送するための伝送処理手段と、前記放射線を発生さ
せるための放射線源のうち１又は複数を具備することを特徴とする放射線検出システム。
【請求項３４】
　複数の光電変換素子が配された受光部を有するセンサーパネルと、
  前記センサーパネル上に配された、放射線を光に変換するシンチレータ層と、
  加熱による溶融によって前記シンチレータ層及び前記センサーパネルの表面の凹凸に入
り込み、冷却による固化によって前記シンチレータ層及び前記センサーパネルの表面に接
着されて、前記シンチレータ層の表面及び側面と前記センサーパネルの表面の一部を被覆
するように配されたシンチレータ保護層とを有する放射線検出装置。
【請求項３５】
　支持部材と、
  前記支持部材上に配された放射線を光に変換するシンチレータ層と、
  加熱による溶融によって前記シンチレータ層及び前記支持部材の表面の凹凸に入り込み
、冷却による固化によって前記シンチレータ層及び前記支持部材の表面に接着されて、前
記シンチレータ層の表面及び側面と前記支持部材の表面の一部を被覆するように配された
シンチレータ保護層とを有するシンチレータパネル。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
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　これらの課題を解決するために、本発明に係る放射線検出装置は、複数の光電変換素子
が配された受光部を有するセンサーパネルと、
  前記センサーパネル上に配された、放射線を光に変換するシンチレータ層と、
  前記シンチレータ層を被覆し、前記センサーパネルと密着するシンチレータ保護層と、
を有し、
　前記シンチレータ保護層は、ホットメルト樹脂からなることを特徴とする放射線検出装
置である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　また、本発明のシンチレータパネルは、支持部材と、
  前記支持部材上に配された放射線を光に変換するシンチレータ層と、
  前記シンチレータ層を被覆し前記支持部材と密着するシンチレータ保護層と、を有し、
  前記シンチレータ保護層はホットメルト樹脂からなることを特徴とするシンチレータパ
ネルである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　本発明の放射線検出装置の製造方法は、複数の光電変換素子が配された受光部を有する
センサーパネルと、前記センサーパネル上に形成され、放射線を光に変換するシンチレー
タ層と、前記シンチレータ層を被覆し前記センサーパネルと密着するシンチレータ保護層
と、を有する放射線検出装置の製造方法において、
  前記シンチレータ層が形成された前記センサーパネルを用意し、溶融されたホットメル
ト樹脂を、前記シンチレータ層を直接被覆するよう設けて、前記シンチレータ保護層を形
成する工程を含むことを特徴とする放射線検出装置の製造方法である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明の放射線検出装置の製造方法は、複数の光電変換素子が配された受光部を有する
センサーパネルと、前記センサーパネル上に形成され、放射線を光に変換するシンチレー
タ層と、前記シンチレータ層を被覆し前記センサーパネルと密着するシンチレータ保護層
を含むシンチレータ保護部材と、を有する放射線検出装置の製造方法において、
  ホットメルト樹脂からなるシンチレータ保護層を有するシンチレータ保護部材を形成す
る第１工程と、
  前記シンチレータ層が形成された前記センサーパネルを用意し、前記シンチレータ保護
層が前記シンチレータ層を直接被覆するように前記シンチレータ保護部材を前記シンチレ
ータ層及び前記センサーパネルに密着させる第２工程と、
  を含むことを特徴とする放射線検出装置の製造方法である。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明のシンチレータパネルの製造方法は、支持部材と、前記支持部材上に形成され、
放射線を光に変換するシンチレータ層と、前記シンチレータ層を被覆し前記支持部材と密
着するシンチレータ保護層と、を有するシンチレータパネルの製造方法において、
  前記シンチレータ層が形成された前記支持部材を用意し、溶融されたホットメルト樹脂
を、前記シンチレータ層を直接被覆するよう設けて前記シンチレータ保護層を形成する工
程を含むことを特徴とするシンチレータパネルの製造方法である。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　また本発明のシンチレータパネルの製造方法は、支持部材と、前記支持部材上に形成さ
れ、放射線を光に変換するシンチレータ層と、前記シンチレータ層を被覆し前記支持部材
と密着するシンチレータ保護層と、を有するシンチレータパネルの製造方法において、
  ホットメルト樹脂からなるシンチレータ保護層を有するシンチレータ保護部材を形成す
る第１工程と、
  前記シンチレータ層が形成された前記支持部材を用意し、前記シンチレータ保護層が前
記シンチレータ層を直接被覆するように前記シンチレータ保護部材を前記シンチレータ層
及び支持部材に密着させる第２工程と、
  を含むことを特徴とするシンチレータパネルの製造方法である。
　また、本発明の放射線検出装置は、複数の光電変換素子が配された受光部を有するセン
サーパネルと、
  前記センサーパネル上に配された、放射線を光に変換するシンチレータ層と、
  加熱による溶融によって前記シンチレータ層及び前記パネルの表面の凹凸に入り込み、
冷却による固化によって前記シンチレータ層及び前記パネルの表面に接着されて、前記シ
ンチレータ層の表面及び側面と前記パネルの表面の一部を被覆するように配されたシンチ
レータ保護層とを有する放射線検出装置である。
　また本発明のシンチレータパネルは、支持部材と、
  前記支持部材上に配された放射線を光に変換するシンチレータ層と、
  加熱による溶融によって前記シンチレータ層及び前記支持部材の表面の凹凸に入り込み
、冷却による固化によって前記シンチレータ層及び前記支持部材の表面に接着されて、前
記シンチレータ層の表面及び側面と前記支持部材の表面の一部を被覆するように配された
シンチレータ保護層とを有するシンチレータパネルである。
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